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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成30年7月26日(2018.7.26)

【公表番号】特表2017-506824(P2017-506824A)
【公表日】平成29年3月9日(2017.3.9)
【年通号数】公開・登録公報2017-010
【出願番号】特願2016-551207(P2016-551207)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｓ   5/022    (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/22     (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/343    (2006.01)
   Ｆ２１Ｋ   9/233    (2016.01)
   Ｆ２１Ｙ 115/30     (2016.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｓ    5/022    　　　　
   Ｈ０１Ｓ    5/22     　　　　
   Ｈ０１Ｓ    5/343    　　　　
   Ｈ０１Ｓ    5/343    ６１０　
   Ｆ２１Ｋ    9/233    １００　
   Ｆ２１Ｙ  115:30     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年2月14日(2018.2.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザダイオードデバイスを製造する方法であって、
　表面領域を有する基板を提供することと、
　前記表面領域を被覆するエピタキシャル材料を形成することであって、前記エピタキシ
ャル材料は、犠牲領域、ｎ型クラッディング領域、前記ｎ型クラッディング領域を被覆す
る１つ以上の活性層を含む活性領域、および前記活性層の領域を被覆するｐ型クラッディ
ング領域を含む、ことと、
　前記エピタキシャル材料をパターニングして複数のエピタキシャルダイスを形成するこ
とであって、前記エピタキシャルダイスの各々は、１つ以上のレーザダイオードデバイス
に対応する、ことと、
　前記複数のエピタキシャルダイスの少なくとも一部を、前記犠牲領域の選択的なエッチ
ングにより、前記基板からキャリアウェーハに移動させ、移動された前記エピタキシャル
ダイスを前記基板から分離して、移動された前記エピタキシャルダイスを前記キャリアウ
ェーハに選択的に結合し、
　その後、移動された前記エピタキシャルダイスを前記キャリアウェーハ上で処理して前
記レーザダイオードデバイスを形成することであって、前記処理には、前記エピタキシャ
ルダイスの各々で少なくとも一つのレーザーリッジを形成することを含む、
　レーザダイオードデバイスを製造する方法。
【請求項２】
　前記基板上に形成された前記複数のエピタキシャルダイスは、隣接するエピタキシャル
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ダイスの各対の間の第１のピッチによって特徴づけられ、前記第１のピッチは設計幅未満
であり、
　移動された前記エピタキシャルダイスは、隣接するエピタキシャルダイスの各対の間の
第２のピッチによって特徴づけられ、前記第２のピッチは、前記第１のピッチよりも大き
く、前記設計幅に対応している、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記エピタキシャルダイスのそれぞれは、メサとして形状づけられ、前記第１のピッチ
は、１μｍと１０μｍの間、又は１０ミクロンと５０ミクロンの間、又は５０μｍと１０
０μｍの間であり、
　前記パターニングはエッチングプロセスを含み、
　第２のピッチは、５０ミクロンと２００ミクロンの間、又は２００ミクロンと５００ミ
クロンの間、又は５００ミクロンと１０００ミクロンの間、または１０００ミクロンより
大きく、
　前記方法は、更に、前記エピタキシャルダイスのそれぞれに少なくとも１つのレーザダ
イオードデバイスを形成するように、前記移動されたエピタキシャルダイスを処理するこ
とを更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記エピタキシャル材料は、ＧａＮ、ＡｌＮ、ＩｎＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＧａＮ、Ｉｎ
ＡｌＮ、ＩｎＡｌＧａＮ、ＡｌＡｓ、ＧａＡｓ、ＧａＰ、ＩｎＰ、ＡｌＰ、ＡｌＧａＡｓ
、ＡｌＩｎＡｓ、ＩｎＧａＡｓ、ＡｌＧａＰ、ＡｌＩｎＰ、ＩｎＧａＰ、ＡｌＩｎＧａＰ
、ＡｌＩｎＧａＡｓ、又はＡｌＩｎＧａＡｓＰのうち少なくとも１つを含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　前記移動は、前記キャリアウェーハに移動された前記エピタキシャルダイス各々との選
択的な接合を含み、前記移動されたエピタキシャルダイス各々は、複数の接合の一つによ
り前記キャリアウェーハ上の接合パッドと結合され、前記複数の接合各々は、金属－金属
対、酸化物－酸化物対、スピンオンガラス、はんだ合金、ポリマー、フォトレジストまた
はワックスのうちの少なくとも一つであり、前記エピタキシャル材料の一部は、前記犠牲
領域の選択的エッチング後においてそのままである、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記エピタキシャル材料は、ＧａＮ、ＡｌＮ、ＩｎＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＧａＮ、Ｉｎ
ＡｌＮ、ＩｎＡｌＧａＮのうち少なくとも１つを含み、前記選択的エッチングは、前記犠
牲領域のバンドギャップ選択的光電化学（ＰＥＣ）エッチングを用いる、請求項１に記載
の方法。
【請求項７】
　前記エピタキシャル材料は、ＡｌＡｓ、ＧａＡｓ、ＧａＰ、ＩｎＰ、ＡｌＰ、ＡｌＧａ
Ａｓ、ＡｌＩｎＡｓ、ＩｎＧａＡｓ、ＡｌＧａＰ、ＡｌＩｎＰ、ＩｎＧａＰ、ＡｌＩｎＧ
ａＰ、ＡｌＩｎＧａＡｓ又はＡｌＩｎＧａＡｓＰのうち少なくとも１つを含み、前記選択
的エッチングは、前記犠牲領域の組成的に選択的なウェットエッチングを用いる、請求項
１に記載の方法。
【請求項８】
　前記選択的エッチングは、前記選択的接合の間、前記エピタキシャルダイスを支持する
ようにアンカー領域を無傷のまま放置しつつ、前記犠牲領域を選択的に除去し、前記アン
カー領域は前記選択的接合の後に分離する、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記エピタキシャルダイスの各々は、１つ以上のコンポーネントを含み、前記１つ以上
のコンポーネントは、電気接点、電流が流れる領域、光学的クラッディング領域、レーザ
リッジ、レーザリッジパッシベーション、または一対のファセットの一つ又はいずれかの
組合せのうち少なくとも１つから選択され、
　前記レーザダイオードデバイスは、ガリウムおよび窒素を含有する、紫色、青色または
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緑色を放出するレーザダイオードデバイスであるか、または前記レーザダイオードデバイ
スは、ガリウムおよびヒ素を含有するレーザダイオードデバイスである、請求項１の方法
。
【請求項１０】
　前記レーザダイオードデバイスは、赤色レーザダイオード、緑色レーザダイオードおよ
び青色レーザダイオードを含むＲＧＢデバイスである、請求項１の方法。
【請求項１１】
　レーザダイオードデバイスの中間構造であって、
　キャリア基板と、
　１つ以上のエピタキシャル構造と、
　前記キャリア基板に前記１つ以上のエピタキシャル構造を結合するための、前記１つ以
上のエピタキシャル構造各々と前記キャリア基板との間の結合材料と、を備え、
　前記１つ以上のエピタキシャル構造の各々は、犠牲領域、ｎ型クラッド領域、少なくと
も一つの活性層を有する活性領域、ｐ型クラッド領域を有し、前記結合材料は、前記キャ
リア基板に前記１つ以上のエピタキシャル構造を結合するために、前記１つ以上のエピタ
キシャル構造の各々の底面に沿って前記ｐ型クラッド領域に接し、前記犠牲領域及び前記
ｎ型クラッド領域は、前記１つ以上のエピタキシャル構造各々の上面に沿って露出し、前
記犠牲領域は、前記上面の中央部を覆い、前記ｎ型クラッド領域は前記上面の前記犠牲領
域を囲んでいる、レーザダイオードデバイスの中間構造。
【請求項１２】
　前記１つ以上のエピタキシャル構造は、ＧａＮ、ＡｌＮ、ＩｎＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＧ
ａＮ、ＩｎＡｌＮ、ＩｎＡｌＧａＮのうち少なくとも１つ、またはＡｌＡｓ、ＧａＡｓ、
ＧａＰ、ＩｎＰ、Ａ１Ｐ、ＡｌＧａＡｓ、ＡｌＩｎＡｓ、ＩｎＧａＡｓ、ＡｌＧａＰ、Ａ
ｌＩｎＰ、ＩｎＧａＰ、ＡｌＩｎＧａＰ、ＡｌＩｎＧａＡｓおよびＡｌＩｎＧａＡｓＰの
うち１つ以上を含み、前記キャリア基板は、単結晶シリコン、多結晶シリコン、サファイ
アまたは多結晶アルミニウム窒化物、ヒ化ガリウム、窒化ガリウム、炭化ケイ素、アルミ
ニウム窒化物、酸化ベリリウム、金、銀、銅またはグラファイト、カーボンナノチューブ
またはグラフェン又はそれらの複合材料のうち少なくとも１つを含む、請求項１１に記載
の中間構造。
【請求項１３】
　接合パッドは、前記１つ以上のエピタキシャル構造横の前記キャリア基板に配置される
、請求項１１に記載の中間構造。
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